OC 28 (ASZ15)

OC 29 (AsZ1¢)

OC 35 (AszZ17)

GERMANIUM - p-n-p - LEISTUNGS- OC 36 (ASZ 'IB)
SCHALTTRANSISTOREN

Abmessungen in mm:

Der Kollektor ist mit dem Metallgeh#duse leitend verbunden; fiir isolierten

Einbau werden eine Glimmerscheibe und zwei Isolierbuchsen mitgeliefert,
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Wirmewiderstand: K $ 1,5 grawl)

1) Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehiuseboden; bei einfacher
Glirmeriselation ist der Wirmewiderstand zwischen Gehduseboden und
Chassis 0,5 grd/W.
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OoC 28
OC 29

OC35
OC 36

Absolute Grenzwerte: oc_28 0C_29 0c_35 oc_36
—Ugp = max, 80 60 60 80 v 1
-Uog = max. 60 48 48 60 v 2)
-Ugp = max, 40 20 20 40 Vv
PC = max. 30 W 3)
=I¢ = max, 6,0 A
-1y = maXs 1,0 A
-ig y = max. 2,0 A
Ig = max, 7,2 A
OJ = max, 90 %
Oj M = max. 100 %
I = max, 75 Ly
Jq = maXe =55 ol

1) Beim Umschalten vom thermisch stabilen "Ein"-Zustand in den "Aus"-Zustand
<

ist -Ucpg pax zuléssig, solange ngb $ 55 °C und ngs = 9 grd/W ist.

2) siehe Gpenzkurve erlaubter Arbeitsbereich"

3) bei ¥ S 45

([ VaN
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Kennwerte: (3; = 25 °C, sofern

Kollektor-Reststrom

bei —UCB = 0,5 V:

bei -Upsg = 14 V, 95 = 100°C:
bei ~Ucg pmays ¥g = 100 °C:

Kollektor-Durchbruchsspannung
bei -Ip = 0,5 A, Ugg = 2 V:

bei -Ip = 6 A, Ugg = 2 V:

Sperrschicht-Beriihrungsspannung
(punch-through):

Emitter-Flufl~Spannung
bei ~Usg = 48 V, 95 = 100 °C:

. 8 - (1] -
bei ~Ugy = 60 V, ¥; = 100 °C:

Kollektor-Restspannung 1)
bei -Ip = 6 A:

Gleichstromverstidrkung
bei 'UCE =14V, -I; 30 mA:
bei -Uop = 1V, -Ig 1 A:
bei -Uop = 1V, -Ic = 6 A:

Basisstrom und Basisspannung
be1 UCB = 0, IE =1 A:

hEi UC.B = 0’ TE = 6 A:
Grenzfrequenz

bei ~Usp = 6V, Ip = 1 A:

Kollektor-Kapazitit
bei _UCB = 12 V’ IE = 0:

Emitter-Kapazitdt
bei '—UEB =6 V, IC = 0:

nicht anders angegeben)

= S 0,1
<
-Icp 0 = 30
S
Loy & 48 48
Ugp 2 60 32 32
U 2 80 60 60
oy &
-U g 0,5 0,5
EB F 2 9" ’
Vpp p = Wb
-U B 0,5 (£ 1)
CE 0 y8 (=2
B 2 20
B =  20-55 45-130  25-75
B =  15-30 35-80 20-45
~Ip = 17,5-850 7,2-21,5 13-38
gy < 0,8 0,8 0,8
-Ig = 190-375 73-165  130-285
Upg = 0,6-1,6 £1,6  0,4-1,4
r, . 250
Cbtc = 160
Chle = 165

60 V
32 Vv

80 v

30-110
20-65

9-33 mA
0,8 V

90-285mA
£1,6V

kHz

1) fiir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt

—Ic = 6’6 A, —UCE =2V geht

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN

12.63
487



OC 28
OC 29

OC35
OC36

Kennwerte fiir Schalterbetrieb:

Einschalt-Zeitkonstante des Ausgangsstromes bei Stromsteuerung

bei ~Upg = 4 Vy ~Igg = 1 At T =45 (£170) us

bei -Ugg = 4 V, =Igg = 6 A: v =30 (2 50) us
Einschalt-Zeitkonstante des Ausgangsstromes bei Spannungssteuerung

bei ~Ugp = 4 V, =Ipx = 1 A: T =45 (2 70) us

bei —Ung = 4 V, ~Iox = 6 A: T =40 (2 585) us

Ubersteuerungs—-Zeitkonstante

bei -Uop = 0, ~Igy = 50 mA: T, = 30 (5 50) pus

-fﬂ
fiir Stromsteuerung ist
t - - ln BNIBX - 0,1 ICX
b
Bylgx - 0,9 Icy
_‘ b e 8 U -ByIgy + ByIpx
“le 0 -ByIpy + Icx
. - | + 1
. NIBY CX
by =ik B S o+ 011
-BnIpy o1 Iox
(Igy> 0, Igx < 0, Iy < 0)
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OC 28

Betriebswerte fiir Schalterbetrieb:

- ]

e

| PR |

— ol
Uba! (‘0)
oc__28 0Cc__29 0C__35 oc__38
“Upat = 28 28 14 14 14 14 28 28 \'
RL - 28 4,7 14 2,3 14 2,3 28 4,7 Q
-Ioxy = 1 6 1 6 1 6 1 6 A
_IBX = 70 480 35 260 55 400 50 400 mA
IBY = 17,5 120 8,7 65 13,7 100 12,5 100 mA
t. = 20 20 20 20 20 20 20 20 us
tg = 18 15 15 15 15 15 15 15  us
te = 40 35 40 35 40 35 40 35 us
12.63
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OC 28

OC 29
OC 35
OC 36
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OC 28

OC 29
OC 35
OC 36
6 EEEE OC 29
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OC 28

OC 29
OC35
OC 36
l
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OC 28

OC 29
OC 35
OC 36
6 LT Y TN
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OC 28
OC 29
OC35
OC36
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A T T T oc 28

Nassass TEEELE ~ e man S e . BensaEsEEEu B

sses : ESEssasamsasass, 253 sanaseasasa
-1 (A) Erlaubter Arbeitsbereich ; I Sasas
11 Kurzzeitige Uberschreitungen des/|- = nua
s erlaubten Arpeitsbereiches uber |: T
die rechte Begrenzung hinaus [ masn
7 sind beim Abschalten mit induk- [ ~Uce mox
tivem Lastwiderstand zuldssig, [ mus
-1 wenn t 1 T
2 f Ej, = max. 8mWs ! ] T
! ty = max. 100 ps uasn
Ugey=max. 2V H H EmaaEEE

QB T e SEE IR

0 10 20 30 40 50 60  -Upe (V)
] {[ FERE e e T {[];__LI 1 OC 29
e =lomes — e QC 35
ST T 1' ’ me n
-1 (A) Erlaubter Arbeitsbereich AN
Kurzzeitige Uberschreitungen [FIENI Tl ]

i des erlaubten Arbeitsbereiches HFAFEA 11 T = nus En 0=,
Uber die rechte Begrenzung ANt o+ H
hinaus sind beim Abschalten {11777 h'lUr:E EBmew! 1 T
mit induktivem Lastwiderstand s i s mOE !
zulassig, wenn 8 nae TH- !

2 E;, =max 8mWs t ! aasaiEazs i

ff =max. 100 us GRRRAR sssdanaesinaansassasans.
UBEY = mMax. . 2 \f . & -UEB) -UEBF '_,_; %:::‘ - ‘14 S _:_._.
o tEHHHHHHEH T H - HHHH H Hosssosagaadd i H
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6 1 1 SEsssssassussass ‘SEESEEEED T .:::_ T ™
-l (A) Erlaubter Arbeitsbereich VN EBSaiamasassszsan
Kurzzeitige Uberschreitungen e
des erlaubten Arbeitsbereiches ; o

“|uber die rechte Begrenzung {7 jaa
hinaus sind beim Abschalten | pri1777 J=UCE mox
mit induktivem Laslwnderstqnd N T T !
zulassig, wenn /Q’Z % ¥, aum : e

2 E; =max. 8 mWs PP A AT msaas: f

f,  =max. 100 ps U # H
A = 2 -U b . E.
Uggy=max. 2V 2 | e t
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Die Grenzkurve Qj max und {ﬁ M max Yerden nicht iliberschritten, wenn folgende

Bedingungen eingehalten werden:

igz-kp_sﬂﬁo:
Pu 2 pp + B 'a',]' M max ~ "ugb max "~ (KG+KCh)P0
. kg * Bigkoh
und
p < Pa + aj max ougb max (KG+KCh)p0
i Vp(Kg+Ecy )
A
fir t ) > t,
Py & "‘j_ max "~ '3ugb max T
Pwm
to=_1_8 _ t
P,
L Y =3 -
— {p |-
Y = tpjvr—o-i
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